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る逆方向電圧における電界強度 ε(0， x) が臨界的な電界強度 Ec (使用する材料に固有な物質常
数である)に対して ε(0， x) と Ec を満足する場合に生ずるということが結論された。 また臨




の新しく開発した製作技術は，一(a) p • n 接合の内部では接合が均一でかつ一様であること，そ
うして p.n の接合の周辺では不均ーさを完全に除去することのできる合金拡散法および後処理









オード開発である。高濃度の不純物を含む P 型 Ge !乙低濃度の不純物を含む n 型 Ge が接する
境界付近で後者の不純物濃度が急速に減少して一定値に達するようにダイオードを作る。濃度変
化域の幅が広いと逆耐電圧が 200 volt 位にも高くなり，それをこえると n 型ベース内でアパラ
ンシュが起る。 i隔がごく狭いと 3 volt 位の逆耐電圧となり， トンネ jレ電流で破壊する。 中位で
あると， トンネ jレ電流が約 3volt 以上で小さい一定値をとり，約 200 volt までつづく。この第
3 の型の発見，拡散電流およびトンネ jレ電流のバンド理論に基づく解析，第 3 の型を得るための
濃度分布の条件確立，製作技術の開発が論文の独自な主要点となっている。この型のダイオード
が目的に合うものである。
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